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Projekt “Epitaksjalne  heterostruktury  niskowymiarowe zbudowane z
chalkogenkéw o rdznej wymiarowosci: 2D 1 3D” jest pos§wigcony badaniom
stanow elektronowych w nowo wytworzonych nanostrukturach. Struktury te beda
przygotowywane w wyniku wzrostu krysztatow metoda epitaksji z wigzek
molekularnych (oficjalny angielski skrot nazwy metody to MBE).

Dwuwymiarowe materialy uzyte do budowy nanostruktur, dichalkogenki metali
przejsciowych, beda si¢ sktadatly z atomow takich jak molibden lub wolfram
(czyli z metali przejsciowych) 1 z atomow takich jak selen, tellur lub siarka (czyli
pochodzacych z VI grupy uktadu okresowego). Dla takich materiatow najbardziej
interesujace wlasciwosci optyczne otrzymywane sg gdy grubo$¢ warstwy wynosi
zaledwie jedng monowarstwe, czyli np. jedng warstwe atomowg selenu, jedng
warstwe atomowg molibdenu 1 jedng warstwe atomowg selenu. Do tej pory
wytworzenie wysokiej jakoSci optycznej warstw tego typu wymagato
mechanicznego odrywania warstewek od krysztalow objetosciowych. Aby
wytworzy¢ struktury w plaszczyZznie monowarstw, my proponujemy jednak
uzycie metod opartych na wzroscie krysztatow, co jest mozliwe dzigki
dokonanemu  ostatnio  postgpowi  technologicznemu w  hodowaniu
dichalkogenkéw metali przejsciowych. Postep ten zostat w ostatnich miesigcach
osiagniety dzigki dziatalnosci kierownika projektu, w laboratoriach, w ktérych
projekt bedzie realizowany.

Tréjwymiarowe materialty uzyte do budowy nanostruktur to beda klasyczne
chalkogenki, hodowane od dawna w MBE np. ZnSe (selenek cynku). Materiaty
te majg tenedencje do formowania nanostruktur, np. kropek kwantowych, ktére
przy odpowiednich warunkach wzrostu, takich jak np. w MBE moge¢ daé
znakomite wlasciwosci optyczne.

Potaczenie chalkogenkéw 2D 1 3D pozwoli nam zbada¢ oddziatywanie
nanostrukur 1 materiatdw 0 r6znej wymiarowosci.



